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요약

  본 발명은 포토리소그라피 단계의 수를 감소시키기 위해 게이트 전극 (32) 과 화소 전극 (10) 을 공통층으로 형성하는 단

계를 포함하는 액티브 매트릭스 LCD 장치에 사용하는 액티브 매트릭스 LCD 패널의 제조방법에 관한 것이다. 공통층은 투

명 도전막 (32a) 과 금속막 (32b) 을 포함하고, TFT용 비정질 실리콘막 (35) 을 형성하기 전에 금속막을 에칭함으로써 화

소 전극 (10) 이 얻어진다.

대표도

도 3a

색인어

인-플레인(in-plane) 모드, 포토리소그라피, a-Si 액티브층, 패시베이션막

명세서

도면의 간단한 설명

  도 1 은 액티브 매트릭스 LCD 장치에서 사용된 통상적인 TN-모드 액티브 매트릭스 LCD 패널의 회로도.

  도 2a 내지 도 2d 는 그 제조 단계들을 연속적으로 도시하는 종래의 액티브 매트릭스 LCD 패널의 단면도.

  도 3a 내지 도 3d 는 그 제조 단계들을 연속적으로 도시하는 본 발명의 제 1 실시예에 의한 액티브 매트릭스 LCD 패널의

정면도.

  도 4a 내지 도 4d 는 각각 도 3a 내지 도 3d에서 C-C선을 따라 취해진 단면도.

  도 5a 와 도 5b 는 제 1 실시예의 액티브 매트릭스 LCD 패널 부분의 상세 단면도.

  도 6a 내지 도 6d 는 그 제조 단계들을 연속적으로 도시하는 본 발명의 제 2 실시예에 의한 액티브 매트릭스 LCD 패널의

단면도.

  도 7 은 본 발명의 제 3 실시예에 의한 인-플레인 스위칭(IPS) 모드 액티브 매트릭스 LCD 패널의 회로도.

  도 8a 내지 도 8d 는 그 제조 단계들을 연속적으로 도시하는 본 발명의 제 3 실시예의 액티브 매트릭스 LCD 패널의 정면

도.

  도 9a 내지 도 9d 는 각각 도 8a 내지 도 8d 에서의 G-G선을 따라 취해진 단면도.

  도 10a 와 도 10b 는 제 3 실시예의 액티브 매트릭스 LCD 패널 부분의 상세 단면도.

  도 11a 내지 도 11d 는 그 제조 단계들을 연속적으로 도시하는 본 발명의 제 4 실시예에 의한 액티브 매트릭스 LCD 패널

의 평면도.

  도 12a 내지 도 12d 는 각각 도 11a 내지 도 11d 에서의 H-H선을 따라 취해진 단면도.

  도 13a 와 도 13b 는 제 4 실시예의 액티브 매트릭스 LCD 패널 부분의 상세 단면도.

  도 14a 와 도 14b 는 도 2a 내지 도 2d 에 도시된 공정으로 제조된 종래의 액티브 매트릭스 LCD 패널 부분의 상세 단면

도.
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  도 15a 와 도 15b 는 스위칭 모드의 종래의 액티브 매트릭스 LCD 패널 부분의 상세 단면도.

  ※ 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명 ※

  10 : 화소 전극 17 : TFT

  31 : 투명 절연 기판 32 : 게이트 전극

  32a : 투명 도전막 32b : 금속막

  34 : 게이트 절연막 35 : 비정실 실리콘(a-Si)층

  37 : 드레인 전극 38 : 소스 전극

  39 : 패시베이션층

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

  본 발명은 액티브 매트릭스 LCD 패널과 그 제조방법에 관한 것이다. 좀더 구체적으로, 본 발명은 채널 보호막이 비정질

실리콘(a-Si) 액티브층의 표면 상에 형성되는 채널 보호형 액티브 매트릭스 LCD 패널과 그 제조방법에 관한 것이다.

  박막 트랜지스터(TFT)와 같은 능동 소자를 포함하는 액티브 매트릭스 모드 액정 표시(LCD) 장치는 적은 두께와 경량이

라는 잇점을 가지고 있고, 고품질 평판 패널 표시 유닛으로 널리 사용되어 왔다. 일반적으로, LCD 장치는 각각 투명 전극

을 장착하고 있는 액티브 매트릭스 LCD 패널과 대향 패널 사이에 개재된 액정층이 투명 전극들 사이에 인가되는 전압에

의해 구동되는 종전계(트위스티드 네마틱: TN) 모드이거나, 양 패널의 표면에 평행한 횡전계를 생성하기 위해 액티브 매

트릭스 LCD 패널 상에 형성된 빗 형상의 전극에 의해 액정이 구동되는 인-플레인 스위칭 모드에 있다. 어느 모드에 있든

지간에, LCD 장치에서는 저렴한 가격을 실현하기 위해 액티브 매트릭스 LCD 패널의 제조공정을 간략화하려는 시도가 이

루어져 왔다.

  통상적인 TN모드 액티브 매트릭스 LCD 패널을 도시하는 도 1 을 참조하면, 일반적으로 이것은, 서로 수직인 방향으로

각각 연장하는 게이트 배선 (12) 과 드레인 배선 (14), 이들 배선들에 의해 둘러싸인 화소 영역에 각각 형성된 화소 전극

(10), 및 게이트 배선 (12) 과 드레인 배선 (14) 사이의 교차부 근처에 각각 형성된 박막 트랜지스터(TFT)를 구비하고 있

다. 각 TFT의 소스는 게이트 스토리지 전극 (21) 을 가진 게이트 스토리지 커패시터를 경유하여 다음 행의 게이트 배선에

결합되어 있고 액정층에 의해 형성된 화소 커패시터와 평행하게 접속되어 있다. 각 게이트 배선 (12) 과 마찬가지로 각 드

레인 배선 (14) 은, 전극 패드 즉, 게이트 단자 (15) 또는 드레인 단자 (16) 근처에 배치된 제 1 및 제 2 TFT (41, 42) 를 포

함하는 보호 장치 (18) 에 의해 보호된다. 채널 보호막은 그것의 역할을 확실히 수행하기 위해 박막 트랜지스터 (17) 의 표

면 상에 형성된다. 소정의 방향으로 액정층을 정렬하기 위한 배향막(도시되지 않음)이 액티브 매트릭스 LCD 패널의 각 박

막 트랜지스터 (17) 와 화소 전극 (10) 에 형성되어 있다. 액정층은 액티브 매트릭스 LCD 패널과 제어 패널 사이에 끼워져

있고 그 위에, 액티브 매트릭스 LCD 장치를 구현하기 위해 컬러 필터, 공통 전극, 배향막 등이 형성되어 있다.

  이러한 액티브 매트릭스 LCD 패널의 일반적인 제조방법을 하기에 설명한다. 첫째, ITO(인듐-주석 산화물)막이 투명 절

연 기판 상에 배치되어 형성되고, 레지스트 패턴이 제 1 마스크 패턴(또는 마스크 패턴을 사용하는 제 1 포토리소그라피

단계)을 사용하여 ITO막 상에 형성된다. ITO막은 화소 전극들을 형성하기 위해 레지스트 패턴을 사용하여 선택적으로 에

칭된다. 그 다음, 게이트 전극으로서 형성될 Cr, Mo 또는 Al로 이루어진 금속막을 투명 절연 기판 상으로 증착시킴으로써

형성된다. 그 다음, 또다른 레지스트 패턴이 제 2 포토리소그라피 기술을 사용하여 금속막 상에 형성되어, 게이트 전극을

형성하기 위해 금속막을 선택적으로 에칭한다.

  계속해서, SiNx로 이루어진 게이트 절연막이 게이트 전극들을 피복하기 위해 증착시켜 형성되고, 제 3 포토리소그라피

단계를 사용하여 그 내부에 개구를 형성하기 위해 그것의 에칭이 선택적으로 행해진다. 그 다음, a-Si층이 증착에 의해 그
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위에 형성된다. 그 다음, a-Si층이 복수의 섬형 a-Si층을 형성하기 위해 제 4 포토리소그라피 단계를 사용하여 선택적으로

에칭되고, SiNx로 이루어진 채널 보호막이 증착에 의해 섬형 a-Si층 상에 형성된다. 제 5 포토리소그라피 공정을 사용하

여, 채널 보호막이 섬형 a-Si층들 상에 채널 보호막 부분을 잔류시키기 위해 선택적으로 에칭된다. 그 다음, a-Si층과의 옴

콘택을 얻기 위해 불순물로 도핑된 n+형 a-Si층이 그 위에 증착되고, Cr, Mo 또는 Al과 같은 금속이 계속해서 그 위에 증

착된다. 그 다음, 제 6 포토리소그라피 단계가 TFT의 소스/드레인 전극들을 형성하기 위해 행해진다.

  액티브 매트릭스 LCD 패널의 제조 공정에서, 액티브 매트릭스 LCD 패널을 완성하기 위해 총 여섯개의 마스크 패턴을 사

용하는 6개의 포토리소그라피 단계가 행해진다. 액티브 매트릭스 LCD 패널 제조 공정의 간략화 측면에서, 제조 공정에서

의 많은 포토리소그라피 단계를 감소시키는 것들이 제안되어져 왔다.

  예컨대, 일본 특개소 63-218925호는 포토리소그라피 단계의 수를 감소시키는 제조 공정을 기술하고 있고, 이는 하기에

단면으로 TN모드 액티브 매트릭스 LCD 패널을 제조하는 방법의 단계들을 개략적으로 예시하는 도 2a 내지 도 2d 를 참

조하여 설명되어 있다. 도면의 좌측은 게이트 단자들이 증착되는 패널의 주변 영역을 도시하고, 그 중심은 화소 영역에 증

착된 단일 화소를 나타낸다.

  위에서 언급한 공보에 기술된 액티브 매트릭스 LCD 패널에서, 먼저 ITO막과 Cr, Mo 또는 Al로 이루어진 금속막이 스퍼

터링 기술에 의해 도 2a에 예시된 바와 같이, 투명 절연 기판 (31) 상에 연속적으로 증착되고, 레지스트 패턴이 제 1 포토

리소그라피 단계를 사용하여 그 위에 형성된다. ITO막과 금속막이 게이트 전극 (32) 과 화소 전극 (10) 을 동시에 형성하

기 위해 레지스트 패턴을 사용하여 선택적으로 에칭된다.

  그 다음, 도 2b 에 예시된 바와 같이 SiNx로 이루어진 게이트 절연막 (34), 진성 또는 도핑되지 않은 a-Si층 (35), 및

SiNx로 이루어진 채널 보호막 (25) 이 연속적으로 증착되고, 채널 보호막 (25) 의 선택적 에칭에 의하여, 도핑되지 않은

a-Si층 (35) 의 채널 영역 상에 채널 보호막 (25)의 부분을 잔류시킨다.

  다음에는, 도 2c 에 예시된 바와 같이, 불순물로 도핑된 n+형 a-Si로 이루어진 옴 콘택층 (36) 이 그 위에 증착되고 옴 콘

택층 (36), 도핑되지 않는 a-Si층 (35), 게이트 절연막 (34) 및 상층 게이트 금속막 (32b) 이 화소 전극 (10) 과 게이트 전극

(32) 용 전극 패드를 노출시키기 위해 제 3 포토리소그라피 단계를 사용하여 함께 선택적으로 에칭된다.

  그 다음, 도 2d 에 예시된 바와 같이 Al로 이루어진 소스/드레인 금속막이 증착되어 그 위에 형성된다. 그 다음에 소스/드

레인 금속막과 채널 영역 위의 옴 콘택층 (36) 이 제 4 포토리소그라피 단계를 사용하여 선택적으로 에칭되고, 소스/드레

인 금속막이 특정 형태로 이루어져서, 액티브 매트릭스 LCD 패널의 제조를 완성하게 된다.

  위 공보에서의 방법으로는, 4 개의 포토리소그라피 단계들을 이용하여 도핑되지 않은 a-Si층 (35) 위의 채널 영역에서

채널 보호막 (25) 이 형성되는 액티브 매트릭스 LCD 패널을 제조하는 것이 가능하다. 그러나, 옴 콘택층 (36), 도핑되지 않

은 a-Si층 (35), 게이트 절연막 (34) 및 상층 게이트 금속막 (32b) 이 채널 보호막 (25) 형성 후에, 도 2c 에 예시된 바와 같

이 단일 단계에서 모두 선택적으로 에칭되어서, 도핑되지 않은 a-Si층 (35) 의 측면은 피복되지 않고 따라서 채널 보호막

(25) 에 의해 보호되지 않는다.

  SiNx와 같은 치밀한 재료로 이루어진 채널 보호막 (25) 에 의해 보호되지 않는 도핑되지 않는 a-Si층 (35) 의 측벽들은,

폴리이미드 배향막과 같은 성긴막만을 통하여 액정층으로부터 확산 또는 전계에 의하여 불순물의 침투를 받게 된다. 이는

도핑되지 않은 a-Si 액티브 층 (35) 에 형성된 소스/드레인 영역을 가지는 TFT의 특성을 크게 떨어뜨린다. 이러한 단점을

회피하기 위해, 현재의 액티브 매트릭스 LCD 패널에서는, 도 2d 에 예시된 단계 후에 도핑되지 않은 a-Si 의 측면을 피복

하도록 패시베이션막이 형성된다. 이러한 경우에, 패시베이션막을 통해 게이트 단자, 드레인 단자, 및 화소 전극을 노출시

키기 위해 또다른(제 5) 포토리소그라피 단계가 패시베이션막에 행해져야 한다. 그러므로, 포토리소그라피 단계의 수는 5

이고, 포토리소그라피 단계수 감소는 제한된다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

  본 발명의 일차적인 목표는 이같은 문제들을 해결하고 포토리소그라피 단계수를 덜 사용하여 패시베이션막에 의해 a-Si

층의 전체 표면을 피복할 수 있는 채널 보호형 액티브 매트릭스 LCD 패널을 제공하는 것이고, 또한 액티브 매트릭스 LCD

패널의 제조방법을 제공하는 것이다.

발명의 구성 및 작용
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  본 발명은 액티브 매트릭스 LCD 장치에 사용되는 액티브 매트릭스 LCD 패널을 제공하며, 이러한 액티브 매트릭스 LCD

장치는 투명 절연 기판, 상기 투명 절연 기판 상에 배치되고, 화소 전극 및 관련 TFT를 각각 포함하는 복수의 화소들, 상기

복수의 화소들을 피복하는 패시베이션층을 구비하며, 상기 TFT는 상기 투명 절연 기판 상에 연속적으로 형성된 투명 도전

막과 금속막을 포함하는 게이트 전극, 상기 게이트 전극을 피복하는 게이트 절연막, 상기 게이트 절연막 상에 형성된 섬형

비정질 실리콘(a-Si)층, 및 소스 및 드레인 전극을 구비하며, 상기 패시베이션층은 상기 a-Si층의 측면과 상부면을 피복하

고 그 내부에 개구를 구비하며, 상기 소스 및 드레인 전극은 상기 패시베이션층의 각 개구를 통해 상기 a-Si층과 접촉하고

있고, 상기 화소 전극은 상기 게이트 전극의 상기 투명 도전막을 갖는 공통층에 형성된 투명 도전막을 포함하며, 상기 소스

전극은 상기 패시베이션층의 개구를 통해 상기 화소 전극의 상기 투명 도전막과 접촉하고 있다.

  본 발명의 액티브 매트릭스 LCD 패널에 의하면, a-Si층의 측면과 상부면을 피복하는 패시베이션막이 채널 보호층으로서

의 기능을 하므로, 채널 보호형 LCD 패널의 제조 공정에서의 포토리소그라피 단계들의 수는 4로 줄어들 수 있고, 이는 액

티브 매트릭스 LCD 패널의 제조 공정을 간략화시킨다.

  또한, 본 발명은 다음의 연속적인 단계, 즉

  연속적으로 투명 도전막과 그 위에 금속막을 증착시키고, 게이트 전극과 화소 전극을 형성하기 위해 제 1 마스크 패턴을

사용하여 제 1 포토리소그라피 단계에 의해 선택적으로 투명 도전막과 금속막을 에칭시키는 단계;

  연속적으로 게이트 절연막과 그 위에 a-Si층을 증착시키고, 섬형 a-Si층과 게이트 절연막을 형성하기 위해 제 2 마스크

패턴을 사용하여 제 2 포토리소그라피 단계에 의해 선택적으로 게이트 절연막과 a-Si층을 에칭시키는 단계;

  그 위에 패시베이션막을 증착시켜서, 섬형 a-Si층의 상부면과 측면을 피복하고, 그 패시베이션막의 내부에 개구를 형성

하여 섬형 a-Si층과 화소 전극 부분을 노출시키도록 제 3 마스크 패턴을 사용하여 제 3 포토리소그라피 단계에 의해 선택

적으로 패시베이션막을 에칭시키는 단계; 및

  그 위에 전극막을 증착시키고, 섬형 a-Si층 및 화소 전극 부분과 접촉하는 전극을 형성시키기 위하여, 제 4 마스크 패턴

을 사용하여 제 4 포토리소그라피 단계에 의해 선택적으로 전극막을 에칭시키는 단계;

를 포함하는 액티브 매트릭스 LCD 패널의 제조방법을 제공한다.

  본 발명의 방법에 의하면, 포토리소그라피 단계의 수를 4 개로 감소시킬 수 있고, 이는 액티브 매트릭스 LCD 패널의 제

조 공정을 간략화시킨다.

  본 발명의 상술한 것과 다른 목적들, 특징들, 및 잇점들은 첨부 도면들을 참조하여 다음 설명으로부터 더 명백해질 것이

다.

  본 발명의 바람직한 실시예에 의한 액티브 매트릭스 LCD 패널의 제조방법은, 투명 전극막과 금속막을 투명 절연 기판 상

에 연속적으로 증착시키는 단계; 투명 전극막과 금속막에 행해지는 제 1 포토리소그라피 단계를 사용하여 상부층과 하부

층(가령, 도 4a에 도시된 32b와 32a)을 포함하는 게이트 전극과 화소 전극을 형성하는 단계; 상부층 게이트 전극 (32b) 상

에 게이트 절연막(가령, 도 4b의 34)과 도핑되지 않은 a-Si 액티브층을 연속적으로 증착시키는 단계; 제 2 포토리소그라피

단계를 이용하여 소정의 형태로 구성하기 위해 게이트 절연막과 도핑되지 않은 a-Si층을 동시에 선택적으로 에칭하는 단

계; 도핑되지 않은 a-Si층의 상부면과 측면을 피복하기 위해 전체 표면 상에 패시베이션막(가령, 도 4c의 39)을 증착시키

고, 제 3 포토리소그라피 단계를 사용하여 특정 개구를 형성하기 위해 선택적으로 패시베이션막을 에칭시키는 단계; 그 위

에 전극층(가령, 도 4d의 37과 38)을 증착시키는 단계; 및 증착 단계와 제 4 포토리소그라피 단계를 사용하여 상호연결 패

턴을 형성하는 단계를 포함한다. 바람직한 제조 공정에서, 도핑되지 않은 a-Si층이 패시베이션막에 의해 안전하게 피복되

는 채널 보호형 액티브 매트릭스 LCD 패널이 4 개의 포토리소그라피 단계를 사용하여 얻어진다.

  이제, 동일한 구성 성분에 대하여는 동일한 참조 번호로 표시한 첨부 도면을 참조하여 본 발명을 좀더 구체적으로 설명한

다.

  (실시예 1)

  본 발명의 제 1 실시예에 의한 액티브 매트릭스 LCD 패널은 도 1 에 도시된 것과 유사한 회로 구성을 하고 있고, 도 1 을

참조한 종래의 LCD 패널 설명이 여기서 참조로 설명된다. 본 실시예의 LCD 패널을 가진 LCD 장치는, 액티브 매트릭스
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LCD 패널과 대향 패널 상에 형성된 배향막들 사이의 종전계에 의해 액정층이 구동되는 TN-모드 액티브 매트릭스 LCD

장치이다. LCD 패널은 도핑되지 않은 a-Si층이 그것의 측면과 상부면에서의 패시베이션막에 의해 피복되어 있는 채널 보

호형이다.

  이제, 본 예에 의한 액티브 매트릭스 LCD 패널의 제조방법을 도 3a 내지 도 3d와 도 4a 내지 도 4d 를 참조하여 설명하

는데, 여기서 이들 도면들은 화소의 매트릭스 중 단일 화소를 나타낸다. 도 4a 내지 도 4d 각각은 또한 도면의 좌측에서 도

1에서의 A-A선을 따라 취해진 게이트 단자와 도면의 우측에서 도 1 에서의 B-B선을 따라 취해진 드레인 단자를 도시하

며, 그 중심은 단일 화소를 나타내고 있다.

  먼저, 도 4a 에 예시된 바와 같이 투명 전극(ITO)막과 Cr, Ti, Mo, 또는 Al로 이루어진 금속막이 이러한 순서대로 순차적

으로 유리로 제조된 투명 절연 기판 (31) 상에 증착된다. 예컨대, ITO막은 약 30 내지 100㎚ 범위의 두께로 증착되고, 금

속막은 스퍼터링 기술을 이용하여 약 0.1 내지 0.3㎛ 범위의 두께로 증착된다. 그 다음, 도 3a 에 예시된 형상을 갖는 마스

크 패턴을 이용하여 화소 전극 (10), 게이트 전극 (32), 및 게이트 배선 (12) 에 대한 영역을 피복하는 레지스트 패턴이 형

성된다. 금속막과 ITO막이 습식 에칭과 레지스트 패턴을 이용하여 선택적으로 에칭된다.

  그 다음, SiNx로 제조된 게이트 절연막 (34) 과 도핑되지 않은 a-Si 액티브 층 (35) 이, 플라즈마 보조 CVD 기술 등에 의

해 투명 절연 기판 (31) 의 전체 표면 상에 연속적으로 형성된다. SiNx막의 두께는 약 0.3 내지 0.5㎛ 범위에 있는 것이 바

람직하고, a-Si층의 두께는 0.05 내지 0.2㎛ 범위에 있는 것이 바람직하다. 이들 막들의 형성 후에, 게이트 전극들을 피복

하도록 제 2 포토리소그라피 단계를 이용하여 레지스트 패턴이 형성된다. 그 후, 도핑되지 않는 a-Si층 (35) 과 게이트 절

연막 (34) 의 불필요한 부분들이 건식 에칭에 의해 에칭된다. 그러므로 도 4b 에 예시된 구조가 얻어진다.

  그 결과 구조물을 희석된 불화수소산으로 세척한 후, TFT (17) 용 채널 보호막이 될 SiNx로 제조된 패시베이션막 (39)

이, 약 0.1 내지 0.4㎛ 범위의 두께를 가지도록 플라즈마-보조 CVD 기술에 의해 기판 (31) 의 전체 표면 상에 형성된다.

그 다음, 도핑되지 않은 a-Si층 (35), 화소 전극 (10), 게이트 단자 (15) 및 드레인 단자 (16) 상의 소스/드레인 접합에서의

콘택홀 (11) 에 대한 패턴을 가지도록 제 3 포토리소그라피 단계를 이용하여 레지스트 패턴이 형성된다. 다음에, 노출된 패

시베이션막 (39) 은 건식 또는 습식 에칭에 의해 제거되며, 화소 전극 (10), 게이트 단자 (15) 및 드레인 단자 (16) 내의 게

이트 금속막만이 건식 또는 습식 에칭에 의하여 제거되어서, ITO막을 노출시킨다. 그런 후, 도 4c 에 예시된 구조가 얻어

진다.

  다음에는, 도핑되지 않은 a-Si층 (35) 과의 옴 콘택을 얻기 위하여, 불순물로 도핑된 n+형 a-Si로 제조된 옴 콘택층 (36)

이, 예컨대 CVD 기술에 의해 약 20 내지 100㎚의 두께로 형성된다. 그 후에, Cr, Mo 또는 Ti로 제조된 배리어막과 소스/

드레인 전극 (37, 38) 이 될 Al로 제조된 금속막이, 예컨대 스퍼터링 기술에 의해 약 0.1 내지 0.3㎛ 범위의 두께로 각각 형

성된다.

  a-Si층과의 옴 콘택을 얻기 위해 옴 콘택층 (36) 을 형성하는 대신, 도핑되지 않은 a-Si층 (35) 과 소스/드레인 전극 (37,

38) 사이의 옴 콘택은, 패시베이션막 (39) 에서의 개구 형성 후에, 주변 PH3 플라즈마를 잔존시키고, 도핑되지 않은 a-Si

층 (35) 상에 n+형층을 형성하도록 도핑되지 않은 a-Si층으로 인 이온들을 확산시킴으로써 유사하게 얻어질 수 있다. 예

컨대, 공정 조건들은 다음과 같다. 옴 콘택은 1000sccm으로 플라즈마 CVD 시스템을 이용하여 300℃의 온도에서 PH3/

H2(0.5% PH3) 가스를 공급하고 200㎩의 압력에서 0.1W/㎠의 RF 전력으로 5분간 처리를 함으로써 이루어질 수 있다.

  그 다음, 소스/드레인 금속막의 불필요한 부분은 제 4 포토리소그라피 단계를 이용하여 에칭된다. 도핑되지 않은 a-Si층

(35) 의 소스 전극 (38) 은 화소 전극 (10) 과 연결되고, 드레인 전극 (37) 과 연결될 드레인 배선 (14) 이 형성된다. 다음에,

드레인 배선의 표면이 산소 플라즈마 처리, 산화 대기에서의 열처리 등에 의해 산화된다. 이러한 산화 처리를 수행하여, 액

정층에 존재하는 도전성 외부 기판에서, 드레인 배선과 대향 패널 상에 증착된 공통 투명 전극이, 단락 회로 불량을 야기시

키는 브리징(bridging)이 되는 것을 방지할 수 있고, 이러한 단락 회로 불량은 작은 기계적인 충격에 의해서도 발생할 수

있다. 이들 단계들에 의해 도 4d 에 예시된 구조를 갖는 액티브 매트릭스 LCD 패널이 제조될 수 있다.

  그러므로, 본 발명의 액티브 매트릭스 패널을 제조하는 방법에 의하면, 도핑되지 않는 a-Si층 (35) 의 표면과 측벽이

SiNx로 제조된 치밀한 패시베이션막 (39) 에 의해 안전하게 피복되는 채널 보호 모드 액티브 매트릭스 LCD 패널을 4개의

포토리소그라피 단계들을 이용하여 형성할 수 있다. 즉, 제조 공정이 종래의 제조 공정에 비해 적어도 하나의 포토리소그

라피 단계만큼 간략화될 수 있다. 만약, a-Si층 (35) 이 치밀한 패시베이션막에 의해 피복되지 않는다면, 비균일 표시와 같

은 결점이 TFT 특성의 열화에 기인하여 발생할 수 있다. 본 발명에 의하면, 이러한 결점은 발생하지 않는다.
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  본 실시예의 방법에 의해 제조된 게이트 스토리지 커패시터에 있어서, 게이트 절연막 (34) 이, 게이트 스토리지 커패시터

에 대해 도 4c 에 예시된 단계에서 제거되었으므로, 도 5a 에 예시된 바와 같이, 게이트 전극 (32) 과 동층에 형성된 전극

과, 소오스 전극 (38) 과 동층에 형성된 게이트 스토리지 전극 (21) 사이에는 패시베이션막 (39) 만이 개재된다. 그러므로,

게이트 스토리지 커패시터의 스토리지 커패시턴스는 도 14a 에 도시된 종래의 구조에 비해 증가될 수 있다. 즉, 게이트 스

토리지 커패시터에 대한 점유 영역을 작게한다고 할지라도 필수적인 커패시턴스는 확보될 수 있다는 것이다. 그러므로, 총

화소 면적에 대한 표시를 위한 유효 화소 면적으로 정의되는 화소의 개구율(aperture ratio)은 증가될 수 있다.

  액티브 매트릭스 LCD 패널은, TFT의 정전 항복을 방지하기 위해 각 드레인 배선 (14) 과 각 게이트 배선 (12) 사이에 제

공되는 보호 장치 (18) 를 포함한다. 보호 장치 (18) 는 화소를 구동하는 TFT 형성 단계와 동일한 단계에 의해 형성되고,

이는 각 화소들을 구동한다. 도 1 에 도시된 바와 같이, 보호 장치 (18) 는 게이트, 드레인 배선 (14) 에 연결된 드레인, 및

게이트 배선 (12) 에 연결된 소스를 갖는 제 1 TFT (41) 와 게이트, 게이트 배선 (12) 에 연결된 소스, 및 드레인 배선 (14)

에 연결된 드레인을 갖는 제 2 TFT (42) 를 포함한다. 보호 장치 (18) 를 형성하기 위해, 게이트 금속막과 소스/드레인 금

속막이 패시베이션막 (39) 을 통해 연결되어야 한다. 이는 도 4c 에 예시된 단계에서 패시베이션막 (39) 으로, 게이트 절연

막 (34) 을 함께 선택적으로 에칭하고 도 4d 에 예시된 단계에서 옴 콘택층 (36) 과 드레인 배선 (14) 을 형성함으로써 이

루어지고, 이로 인해 드레인 배선 (14) 과 게이트 배선 (12) 이 도 5b 에 도시된 바와 같이 옴 콘택층 (36) 을 경유하여 서로

연결된다. 그러므로, 화소 TFT의 정전 항복을 방지하기 위한 보호 장치 (18) 가 포토리소그라피 단계의 수를 증가시키지

않고 제조될 수 있다. 상술한 바와 같이, 드레인 배선 (14) 에 산화 처리가 행해지면서, 게이트 스토리지 전극 (21) 의 표면

이 동시에 산화된다. 도 5b 에서, 산화막은 명확하게 나타나 있지 않다.

  (실시예 2)

  다음에는, 도 6a 내지 도 6d 를 참조하여 본 발명의 제 2 실시예에 의한, 채널 보호형 액티브 매트릭스 LCD 패널과 그 제

조방법을 설명한다. 이들 도면에서 좌측은 도 1 의 A-A선을 따라 취해진 부분에서의 게이트 단자 (15) 를 나타내고, 그 중

앙부는 도 3a 내지 도 3d 에서 C-C선을 따라 취해진 부분에서의 단일 화소를 나타내며, 우측은 도 1 에서 B-B선을 따라

취해진 부분에서의 드레인 단자 (16) 를 도시하고 있다. 제 2 실시예는 채널 보호막으로서 형성되는 패시베이션막 (39) 상

에 유기 층간막이 형성되는 점을 제외하고는 제 1 실시예와 유사하고, 이로 인해 액티브 매트릭스 LCD 패널의 상부면을

평평하게 한다. 다른 구조, 재료, 막 두께, 제조방법 등은 제 1 실시예의 것들과 유사하다.

  본 발명의 LCD 패널의 제조에 있어서, 먼저 ITO막과 Cr, Ti, Mo 및 Al로 제조된 금속막이 증착에 의해 형성되고, 이로부

터 게이트 전극 (32), 화소 전극 (10), 및 게이트/드레인 단자 (15, 16) 가 제 1 포토리소그라피 단계를 이용하여 투명 절연

기판 (31) 상에 형성된다. 게이트 절연막 (34) 과 도핑되지 않은 a-Si층 (35) 을 증착시킨 후에, 게이트 절연막 (34) 이 게

이트 전극 (32) 을 피복하는 구조를 얻기 위해 제 2 포토리소그라피 단계를 이용하여 패터닝이 수행된다. 패시베이션막

(39) 은 제 1 실시예에서와 같이 0.1 내지 0.4㎛의 두께로 형성되고, 이는 채널 보호 기능을 위해서는 충분한 것이다. 패시

베이션막 (39) 상에 부가적으로 증착된 유기 층간 절연막 (26) 은 본 발명에서의 패널의 상부면을 평평하게 하는 기능을 한

다.

  유기 층간 절연막으로, 예컨대, 아크릴 수지, 벤조시클로부텐(BCB), 또는 폴리이미드와 같은 유기 재료가 사용된다. 약

0.2 내지 1.0㎛의 두께를 갖도록 이러한 유기 재료를 증착시킴으로써, 도 6c 에 예시된 바와 같이 액티브 매트릭스 LCD

패널이 평평하게 될 수 있다. 평평하게 하기 위해, 이러한 유기 층간 절연막 (26) 을 제공함으로써, 액정층의 초기 정렬이

화소 TFT (17) 에 형성된 레벨 차이와는 무관하게 일정하게 유지될 수 있다. 유기 절연막은 실리콘 산화막으로 대체될 수

있다.

  패널(비록 도면에 도시되어 있지 않지만)을 평평하게 하기 위한 또다른 방법으로, 예컨대 패시베이션막 (39) 의 SiNx 증

착율, 증착 온도 등의 증착 조건들을 변경시킴으로써 거친 특성을 갖는 막의 제조방법; 거친 SiNx막이 미세한 SiNx막 상

에 제공되는 2층 구조를 형성하는 방법; 또는 미세한 SiNx 상에 각각 상이한 재료 예컨대, SiO2등으로 제조된 복수의 막들

의 증착 방법이 존재한다.

  이제, 미세한 특성을 갖는 미세한 SiNx 상에, SiO2막을 형성하는 방법을 하기에 설명한다. 증착 조건으로서, 첫째, 약 0.1

㎛/분의 증착율로 약 0.1㎛의 두께를 갖도록, 제 1 실시예의 그것과 동일한 방식으로 CVD 기술에 의해 SiNx가 증착된다.

그 다음, 약 0.5㎛/분의 증착율로 약 0.1㎛의 두께를 갖도록, SiO2가 증착된다. 그 결과, 도핑되지 않은 a-Si층 (35) 의 가

장자리에서의 레벨차를 경감하기 위해 패시베이션막 (39) 이 형성될 수 있고, 따라서 유기 층간 절연막 (26) 에 의해 얻어

진 것과 같은 유사한 잇점을 얻을 수 있다.
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  만약, SiNx의 증착율을 변경시킨다면, 약 0.1㎛/분의 통상적인 증착율 대신에 약 0.5㎛/분까지 SiNx의 증착율을 증가시

킴으로써 패널이 평평해질 수 있다. 이런 식으로 증착율을 증가시킴으로써 증착 시간이 감소될 수 있다.

  만약, 거친 SiNx막으로 인하여, 절연막으로서의 기능이 저하되는 경우에는, 치밀한 SiNx막을, 먼저, 약 0.1㎛의 두께를

갖도록 통상적인 증착율로 기저막으로서 증착시킨다. 그 다음, 증가된 증착율로, 약 0.1㎛의 두께를 갖도록 SiNx막을 증착

시킨다. 그러므로, 채널 보호 기능과 평평하게 하는 기능 모두가 이루어질 수 있다.

  패시베이션막 (39) 과 유기 층간 절연막 (26) 을 증착시킨 후에, 콘택홀 (11) 이 제 3 포토리소그라피 단계를 이용하여 소

정의 위치에 제공된다. 그 다음, 불순물로 도핑된 n+형 a-Si로 제조된 옴 콘택층 (36) 과 Cr, Ti, Mo 및 Al로 제조된 금속

막이 연속적으로 증착된다. 그 다음, 제 4 포토리소그라피 단계가 특정 구조를 형성하기 위해 행해지고, 이에 따라 도 6d

에 예시된 구조를 갖는 액티브 매트릭스 LCD 패널을 완성한다. n+형층이 옴 콘택층 (36) 을 형성하는 대신, 도핑되지 않

은 a-Si층 (35) 의 표면으로 인 이온들을 확산시킴으로써 n+형층이 형성될 수 있는 것은, 제 2 실시예에서도 제 1 실시예

와 유사하다.

  그러므로, 본 실시예의 제조방법에 의하면, 제 1 실시예에 의해 얻어진 효과뿐만 아니라, 도핑되지 않은 a-Si층 (35) 이

더 확실하게 보호되고, 화소 TFT에서의 레벨차가 감소될 수 있다. 그러므로, 감소된 레벨차들에 기인하는 기저층을 평평

하게 함으로써, 배향막의 표면을 평평하게 할 수 있고, 달리 레벨차에 기인해 발생하는 액정층의 오정렬을 방지할 수 있다.

그러므로, 액정층의 우수한 정렬을 확보하는 효과를 얻을 수 있다.

  (실시예 3)

  도 7 을 참조하면, 본 실시예에 의한 채널 보호형 액티브 매트릭스 LCD 패널은 인-플레인 스위칭 방식이며, 그 위에 화소

전극과 머리빗 모양의 전극 분기를 가지고 있는 각 화소 지역에서 서로 마주 대하고 있는 공통 전극을 구비하고 있다.

  본 실시예의 LCD 패널 제조방법을, 제 1 실시예에 대한 도 3a 내지 도 3d 까지와 도 4a 내지 도 4d 까지의 도면과 유사

한 도 8a 내지 도 8d 까지와 도 9a 내지 도 9d 까지를 참조하여 설명한다. 도 9a 에서, 머리빗 모양의 공통 전극 (33) 과 머

리빗 모양의 게이트 전극 (32) 처럼 구성될 Cr, Ti, Mo 및 Al로 제조된 금속막이 스퍼터링 기술에 의해 약 0.1 내지 0.3㎛

범위의 두께를 가질 수 있도록 투명 절연 기판 (31) 상에 증착된다. 그 후, 레지스트 패턴이 공통 전극 (33), 드레인 전극

(37), 드레인 배선 (14) 으로서 형성될 영역에 제 1 포토리소그라피 단계에 의해 형성된다. 금속막의 불필요한 부분은 선택

적인 습식 에칭에 의해 제거된다.

  다음에, SiNx로 제조된 게이트 절연막 (34) 과 도핑되지 않은 a-Si층 (35) 이 플라즈마 보조 CVD 기술 등에 의해 패널의

전체 표면 상에 연속적으로 형성된다. SiNx막의 두께는 약 0.3 내지 0.5㎛ 범위에 있는 것이 바람직하고, 도핑되지 않은

a-Si층의 두께는 약 0.05 내지 0.2㎛ 범위에 있는 것이 바람직하다. 이들 막들의 형성 후에, 게이트 전극 (32) 을 피복하도

록 제 2 포토리소그라피 단계를 이용하여 레지스트 패턴이 형성된다. 그 다음, 도핑되지 않은 a-Si층 (35) 과 게이트 절연

막 (34) 의 불필요한 부분이 건식 에칭에 의해 선택적으로 에칭된다. 그러므로, 도 8b 와 도 9b 에 예시된 구조가 얻어진

다.

  다음에, 화소 TFT용 채널 보호막이 될 SiNx로 제조된 패시베이션 막 (39) 이 플라즈마 보조 CVD 기술에 의해 약 0.1 내

지 0.4㎛ 범위의 두께로 패널의 전체 표면 상에 형성된다. 그 후, 도핑되지 않은 a-Si층 (35) 과 게이트 단자부 상의 소스/

드레인 접합에서 개구를 구비하기 위해, 제 3 포토리소그라피 단계를 이용하여 레지스트 패턴이 형성된다. 그 다음, 패시

베이션막 (39) 이 건식 또는 습식 에칭에 의해 선택적으로 에칭된다. 그러므로, 도 8c 와 도 9c 에 예시된 구조가 얻어진다.

  다음에, 도핑되지 않은 a-Si층 (35) 과 옴 콘택을 이루기 위해, 불순물 도핑된 n+형 a-Si층으로 제조된 옴 콘택층 (36)

이 CVD 기술에 의해 예컨대, 20 내지 100㎚의 두께로 형성된다. 그 다음, 소스/드레인 전극 (37, 38) 으로서 형성될 Cr,

Mo, 또는 Ti로 제조된 금속막이 스퍼터링 기술에 의해 약 0.1 내지 0.3㎛의 두께로 형성된다. 제 1 실시예에서처럼, 옴 콘

택층 (36) 을 형성하는 대신, 도핑하지 않은 a-Si층 (35) 과의 옴 콘택층을 얻는 방법으로서, 도핑하지 않은 a-Si층 (35) 으

로 인 이온들을 확산시킴으로써 n+형 층이 형성될 수 있다.

  마지막으로, 제 4 포토리소그라피 단계를 이용하여 소스/드레인 금속막이 선택적으로 에칭된다. 그러므로, 도 8d 와 도

9d 에 예시된 것과 같은 구조를 가진 인-플레인 스위칭 모드의 채널 보호형 액티브 매트릭스 LCD 패널이 제조될 수 있다.
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  따라서, 제 1 실시예와 유사하게, 도핑하지 않은 a-Si층 (35) 표면과 측벽들이 패시베이션막 (39) 에 의해 완전히 피복되

는, 인-플레인 스위칭 모드의 액티브 매트릭스 LCD 패널이 오직 4개의 포토리소그라피 단계들만을 사용하여 얻어질 수

있다. 본 실시예의 방법은, 종래의 제조방법에 비해 적어도 하나의 포토리소그라피 단계만큼 인-플레인 스위칭 모드 LCD

패널의 제조 단계들을 간략화시킨다.

  본 발명의 방법에 의해 제조된 액티브 매트릭스 LCD 패널은, 도 15a 와 도 15b 에 도시된 종래의 구조에 비해, 도 10a 와

도 10b 에 도시된 바와 같이 게이트 절연막 (34) 의 부재로 인한 연결 구조를 간략화시킨다. 이는 도 10a 와 도 10b 에 도

시된 구조를 얻기 위해 게이트 절연막 (34) 을 선택적으로 에칭시키는 도 8b 에 도시된 단계에 의해 이루어진다.

  또한, 제 2 실시예에서처럼, 액티브 매트릭스 LCD 패널은 패시베이션막의 두께를 증가시키고 SiNx 증착 조건을 적절히

변경시키거나 또는 복수개의 상이한 재료들로 이루어진 막들을 증착시킴으로써 평평해질 수 있다.

  (실시예 4)

  도 11a 내지 도 11d 와 도 12a 내지 도 12d 는, 제 1 실시예의 도 3a 내지 도 3d 와 도 4a 내지 도 4d 와 유사하게 본 실

시예의 액티브 매트릭스 LCD 패널의 제조 단계들을 도시하고 있다. 본 실시예의 액티브 매트릭스 LCD 패널의 구조는, 본

실시예의 전체 패널 영역 상에 남아있는 게이트 절연막을 제외하고는 제 3 실시예와 유사하다.

  좀더 구체적으로는, 도 11a 와 도 11b 에서 공통 전극 (33) 과 게이트 전극 (32) 으로서 형성될 Cr, Ti, Mo, 또는 Al로 제

조된 금속막이, 제 3 실시예의 경우처럼 약 0.1 내지 0.3㎛ 범위의 두께를 갖도록 스퍼터링 기술에 의해 투명 절연 기판

(31) 상에 증착된다. 그 다음, 제 1 포토리소그라피 단계를 이용하여 패터닝 단계가 행해진다.

  다음에는, SiNx로 제조된 게이트 절연막 (34) 과 액티브층으로 형성될 도핑되지 않은 a-Si층 (35) 이 플라즈마 보조

CVD 기술 등에 의해 패널의 전체 표면 상에 연속적으로 형성된다. 게이트 절연막 (34) 의 두께는 약 0.3 내지 0.5㎛의 범

위 내에 있고, 도핑되지 않은 a-Si층 (35) 의 두께는 약 0.05 내지 0.2㎛의 범위 내에 있다. 본 실시예에서, 도핑하지 않은

a-Si층 (35) 이 게이트 전극 (32) 상에만 남아있고, 게이트 절연막 (34) 이 패널의 전체 표면 상에 남아있도록 이들 막들의

형성 후에, 제 2 포토리소그라피 단계를 사용하여 선택적 에칭이 수행된다. 그 결과, 도 11b 와 도 12b 에 예시된 구조가

얻어진다.

  그 다음, TFT용 채널 보호막으로서 형성될 SiNx로 제조된 패시베이션막 (39) 이 약 0.1 내지 0.4 ㎛ 범위의 두께로 플라

즈마 보조 CVD 기술에 의해 패널의 전체 표면 상에 형성된다. 이후, 도핑하지 않은 a-Si층 (35) 과 게이트 및 드레인 단자

부분에서의 개구 상에서 소스/드레인 접합에서의 패시베이션막을 제거하기 위해 제 3 포토리소그라피 단계가 행해진다.

본 예에서, 게이트 절연막 (34) 이 게이트 및 드레인 단자 부분에서 제거되지 않은 채로 남겨진다. 이전 실시예와 유사하게,

게이트 절연막 (34) 을 선택적으로 에칭함으로써 도 11d 와 도 12d 에 예시된 구조가 얻어진다.

  다음에, 도핑하지 않은 a-Si층 (35) 과의 옴 콘택을 이루기 위해 n+형 a-Si로 제조된 옴 콘택층 (36) 이 예컨대, 20 내지

100㎚의 두께로 CVD 기술에 의해 형성된다. 계속해서, 소스/드레인 전극 (37, 38) 으로서 형성될, Cr, Mo, Ti 또는 Al로

제조된 금속막이 약 0.1 내지 0.3㎛의 두께로 스퍼터링 기술에 의해 형성된다. 도핑하지 않은 a-Si층 (35) 과의 옴 콘택을

얻기 위해, 도핑하지 않은 a-Si층 (35) 의 표면으로 인 이온 등을 확산시킴으로써 제 3 실시예와 같은 유사한 구조를 얻을

수 있다.

  마지막으로, 소스/드레인 금속막의 불필요한 부분이 제 4 포토리소그라피 단계를 이용하여 에칭된다. 그러므로, 도 12d

에 예시된 구조를 갖는, 인-플레인 스위칭 모드의 채널 보호형 액티브 매트릭스 LCD 패널이 얻어질 수 있다.

  제 3 실시예에서와 같이, 본 실시예의 제조방법은 도핑하지 않은 a-Si층 (35) 의 표면과 측벽들이 패시베이션막 (39) 에

의해 완전히 피복되는, 인-플레인 스위칭 모드 액티브 매트릭스 LCD 패널을 4 개의 포토리소그라피 단계들을 이용하여

제조할 수 있다. 본 실시예는 종래의 제조방법에 비해 적어도 하나의 포토리소그라피 단계만큼 제조방법을 간략화시킬 수

있다.

  본 실시예의 방법에 의해 제조된, 공통 배선 (13) 과 게이트 배선 (12), 게이트 전극 (32) 과 드레인 배선 (14), 및 게이트

배선 (12) 과 소스 전극 (38) 의 연결 부분은 도 13a 와 도 13b 에 예시된 것들이다. 제 3 실시예에 비해, 게이트 절연막이

남아있으므로, 층간 절연막의 두께는 증가된다. 그러므로, 게이트와 드레인 사이의 단락 회로 결함이 감소하는 효과가 얻

어질 수 있다.
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  상술한 바와 같이, 본 발명에 의하면 진성 a-Si 액티브층이 채널 보호막에 의해 완전히 피복되는 채널 보호형 액티브 매

트릭스 LCD 패널이 4 개의 포토리소그라피 단계들을 이용하여 제조될 수 있다. 이는 액티브 매트릭스 LCD 패널의 비용

감소를 가져온다.

  이는 공통 포토리소그라피 단계를 이용하여 함께 게이트 절연막과 a-Si 액티브 층을 에칭한 후에, a-Si 액티브층이 패시

베이션막으로 피복된 채로 패시베이션막이 증착되는 구성으로 얻어진다.

  또한, 본 발명에 의하면 TFT 부분에 있어서의 레벨차는 패시베이션막의 두께를 적절히 최적화함으로써 감소될 수 있고,

따라서 액정층의 균일한 정렬이 액티브 매트릭스 LCD 패널과 대향 패널 사이에 얻어질 수 있다.

  또, 본 발명에 의하면, 스토리지 커패시터, 정전 항복을 방지하는 보호 장치, 게이트 단자 및 드레인 단자의 개구, 공통 전

극으로의 전송 패드, 및 그들 단자의 개구부 모두가 제공되는 액티브 매트릭스 LCD 패널을 얻을 수 있다.

발명의 효과

  앞서의 실시예들은 단지 예로서만 기술되었으므로, 본 발명은 앞서의 실시예에 한정되는 것은 아니고 본 발명의 범위를

벗어나지 않는 한, 당업자들에 의해 다양한 수정과 변형이 용이하게 이루어질 수 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

  액티브 매트릭스 LCD 장치에 사용되는 액티브 매트릭스 LCD 패널에 있어서, 투명 절연 기판 (31)과, 상기 투명 절연 기

판 (31) 상에 배치되고 화소 전극 (10) 및 관련 TFT (17) 를 각각 포함하는 복수의 화소들과, 상기 TFT (17) 및 상기 화소

전극 (10) 을 피복하는 패시베이션층 (39) 을 구비하며, 상기 TFT (17) 는, 상기 투명 절연 기판 (31) 상에 연속적으로 형

성된 투명 도전막 (32a) 과 금속막 (32b) 을 포함하는 게이트 전극 (32), 상기 게이트 전극 (32) 을 피복하는 게이트 절연막

(34), 상기 게이트 절연막 (34) 상에 형성된 섬형 비정질 실리콘(a-Si)층 (35), 및 소스 및 드레인 전극 (38, 37)을 구비하

며, 상기 패시베이션층 (39) 은 상기 화소전극 (10) 및 상기 a-Si층 (35) 의 측면과 상부면을 피복하고 그 내부에 개구를 구

비하며, 상기 소스 및 드레인 전극 (38, 37) 은 상기 패시베이션층 (39) 의 각 개구를 통해 상기 a-Si층 (35) 과 접촉하고 있

고, 상기 화소 전극 (10) 은 상기 게이트 전극 (32) 과 동일한 층들로 이루어진 투명 도전막과 금속막(32b)을 포함하며, 상

기 화소 전극 (10) 의 상기 투명 도전막은 상기 패시베이션층 (39) 의 상기 개구를 사용하여 형성된 상기 금속막 (32b) 의

개구에 의하여 노출되고, 상기 소스 전극 (38) 은 상기 패시베이션층 (39) 의 개구를 통해 상기 화소 전극 (10) 의 상기 투

명 도전막과 접촉하고 있는 것을 특징으로 하는 액티브 매트릭스 LCD 장치용 액티브 매트릭스 LCD 패널.

청구항 2.

  제 1 항에 있어서,

  상기 소스 및 드레인 전극 (38, 37) 과 공통층에 형성된 게이트 스토리지 전극 (21), 상기 패시베이션층 (39), 및 상기 게

이트 전극 (32) 과 공통층에 형성된 전극이 게이트 스토리지 커패시터를 구성하는 것을 특징으로 하는 액티브 매트릭스

LCD 패널.

청구항 3.

  제 1 항에 있어서,

  상기 a-Si층 (35) 은, 상기 투명 절연 기판 (31) 의 표면에 수직으로 볼 때 상기 게이트 절연막 (34) 의 형상과 실질적으로

동일한 형상을 갖는 것을 특징으로 하는 액티브 매트릭스 LCD 패널.
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청구항 4.
삭제

청구항 5.
삭제

청구항 6.

  제 1 항에 있어서,

  상기 소스 및 드레인 전극들 (38, 37) 과 접촉하고 있는 상기 a-Si층 (35) 부분은, 짙게 도핑된 영역인 것을 특징으로 하

는 액티브 매트릭스 LCD 패널.

청구항 7.

  제 1 항에 있어서,

  상기 패시베이션층은 실리콘 질화막 (39) 과 중첩 유기 절연막 (26) 을 구비하는 것을 특징으로 하는 액티브 매트릭스

LCD 패널.

청구항 8.

  제 7 항에 있어서,

  상기 유기 절연막 (26) 은 아크릴 수지, 벤조시클로부텐, 및 폴리이미드중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 액

티브 매트릭스 LCD 패널.

청구항 9.

  제 1 항에 있어서,

  상기 패시베이션층은 실리콘 질화막 (39) 과 중첩 실리콘 산화막 (26) 을 포함하는 것을 특징으로 하는 액티브 매트릭스

LCD 패널.

청구항 10.

  연속적으로 투명 도전막과 그 위에 금속막을 증착시키고, 제 1 마스크 패턴을 사용하여 제 1 포토리소그라피 단계에 의해

선택적으로 투명 도전막과 금속막을 에칭하여 게이트 전극 (32)과 화소 전극 (10) 을 형성하는 단계;

  연속적으로 게이트 절연막과 그 위에 a-Si층을 증착시키고, 제 2 마스크 패턴을 사용하여 제 2 포토리소그라피 단계에

의해 선택적으로 게이트 절연막과 a-Si층을 에칭하여 섬형 a-Si층 (35) 과 게이트 절연막 (34) 을 형성하는 단계;

  그 위에 패시베이션막 (39) 을 증착하여 화소 전극 (10) 및 섬형 a-Si층 (35) 의 상부면과 측면을 피복하고, 제 3 마스크

패턴을 사용하여 제 3 포토리소그라피 단계에 의해 선택적으로 패시베이션막 (39) 을 에칭하여 화소 전극과 섬형 a-Si층

부분을 노출하는개구를 형성하는 단계;

  노출된 화소 전극의 금속막을 에칭하는 단계; 및
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  그 위에 전극막을 증착시키고, 제 4 마스크 패턴을 사용하여 제 4 포토리소그라피 단계에 의해 선택적으로 전극막을 에칭

하여 화소 전극 (10) 과 섬형 a-Si층 (35) 부분과 접촉하고 있는 전극 (37, 38) 을 형성하는 단계들을 연속적으로 구비하는

것을 특징으로 하는 액티브 매트릭스 LCD 패널의 제조방법.

청구항 11.

  제 10 항에 있어서,

  상기 전극막은 불순물들로 도핑된 또다른 a-Si층 (36) 과 중첩 금속막 (37, 38) 을 구비하는 것을 특징으로 하는 액티브

매트릭스 LCD 패널의 제조방법.

청구항 12.

  제 10 항에 있어서,

  상기 패시베이션막 (39) 의 개구를 통해 불순물로 섬형 a-Si층 (35) 을 도핑하는 단계를 더 구비하는 것을 특징으로 하는

액티브 매트릭스 LCD 패널의 제조방법.

청구항 13.

  제 10 항에 있어서,

  상기 패시베이션층은 실리콘 질화막과 중첩 유기 절연막을 구비하는 것을 특징으로 하는 액티브 매트릭스 LCD 패널의

제조방법.

청구항 14.

  제 13 항에 있어서,

  상기 유기 절연막 (26) 은 아크릴 수지, 벤조시클로부텐, 및 폴리이미드중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 액

티브 매트릭스 LCD 패널의 제조방법.

청구항 15.

  제 10 항에 있어서,

  상기 패시베이션층은 실리콘 질화막 (39) 과 중첩 실리콘 산화막 (26) 을 포함하는 것을 특징으로 하는 액티브 매트릭스

LCD 패널의 제조방법.

청구항 16.

  액티브 매트릭스 LCD 장치에 사용되는 액티브 매트릭스 LCD 패널에 있어서, 투명 절연 기판 (31)과, 상기 투명 절연 기

판 (31) 상에 배치되고 화소 전극 (10) 및 관련 TFT (17) 를 각각 포함하는 복수의 화소들과, 상기 TFT (17) 을 피복하는

패시베이션층 (39) 을 구비하며, 상기 TFT (17) 는 상기 투명 절연 기판 (31) 상의 게이트 전극 (32), 상기 게이트 전극

(32) 을 피복하는 게이트 절연막 (34), 상기 게이트 절연막 (34) 상에 형성된 섬형 비정질 실리콘(a-Si)층 (35), 및 소스 및
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드레인 전극 (38, 37)을 구비하며, 상기 패시베이션층 (39) 은 상기 a-Si층 (35) 의 측면과 상부면을 피복하고 그 내부에

개구를 구비하며, 상기 소스 및 드레인 전극 (38, 37) 은 상기 패시베이션층 (39) 의 각 개구를 통해 상기 a-Si층 (35) 과 접

촉하고 있고, 상기 화소 전극 (10) 은 상기 소스 전극 (38) 과 동일한 층으로 이루어진 것을 특징으로 하는 액티브 매트릭스

LCD 장치용 액티브 매트릭스 LCD 패널.

청구항 17.

  금속막을 증착시키고, 제 1 마스크 패턴을 사용하여 제 1 포토리소그라피 단계에 의해 선택적으로 금속막을 에칭하여 게

이트 전극 (32)과 공통 전극 (33) 을 형성하는 단계;

  연속적으로 게이트 절연막과 그 위에 a-Si층을 증착시키고, 제 2 마스크 패턴을 사용하여 제 2 포토리소그라피 단계에

의해 선택적으로 게이트 절연막과 a-Si층을 에칭하여 섬형 a-Si층 (35) 과 게이트 절연막 (34) 을 형성하는 단계;

  그 위에 패시베이션막 (39) 을 증착하여 섬형 a-Si층 (35) 의 상부면과 측면을 피복하고, 제 3 마스크 패턴을 사용하여 제

3 포토리소그라피 단계에 의해 선택적으로 패시베이션막 (39) 을 에칭하여 섬형 a-Si층 부분을 노출시키는 개구를 형성하

는 단계; 및

  그 위에 전극막을 증착시키고, 제 4 마스크 패턴을 사용하여 제 4 포토리소그라피 단계에 의해 선택적으로 전극막을 에칭

하여 섬형 a-Si층 (35) 부분과 접촉하고 있는 전극 (37, 38) 과 화소 전극 (10) 을 형성하는 단계들을 연속적으로 구비하는

것을 특징으로 하는 액티브 매트릭스 LCD 패널의 제조방법.
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本发明涉及一种制造用于有源矩阵LCD器件的有源矩阵LCD面板的方
法，包括形成栅电极（32）和像素电极（10）作为公共层，以减少光刻
步骤的数量。公共层包括透明导电膜32a和金属膜32b，像素电极10通过
在形成TFT用非晶硅膜35之前蚀刻金属膜而获得。 图3A 指数方面 面内
模式，光刻，a-Si有源层，钝化膜


